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Abs Hấp thụ 

Eg Năng lượng vùng cấm 

NC Nano tinh thể 

nm Nano met 

OA Acid Oleic 

ODE Octadecene 

TOP Tri-n-octylphophine 

PL Huỳnh quang 

PLQY Hiệu suất lượng tử  

PLE Phổ kích thích huỳnh quang  
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HH  Vùng lỗ trống nặng   

LH  Vùng lỗ trống nhẹ  

SO Vùng spin orbital 

SA Acid Stearic 

N2 Khí nitơ 

T Nhiệt độ 

TEM Hiển vi điện tử truyền qua 

XRD Nhiễu xa tia X 

θ 

LO 

Góc therta 

Đỉnh phonon quang dọc  

 

 

 

 

 


